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Projekta merkis

radit jaunus originalus fotoefektivus organiskos savienojumus (zemmolekularos
savienojumus, oligomérus un polimerus), materialus un sist€tmas fotonikai un
optoelektronikai, izmantojot mérktiecigu to projekt€Sanu, sint€zi un izpéti.

—— DMABI |+ ' Elektriskas,
| fotoelektriskas
Nanoporas |+
| » NLO, SRG
AZO
Paraugi fotoEDS
hologrammas
C70 |
DNS |«

2008.gada 11.decembris



Jauni savienojumi RTU LKI, LOSI

Realizéta modificétu azobenzolu, taja skaita heterociklisku
azobenzolu sint€ze nelineariem optiskiem un fotoinducétu virsmas
reljefu veidojoSiem materialiem molekularu hromoforu un oligomera
virkn€ kovalenti saistitu hromoforu veida.

Izstradata jauna, polara azobenzola atvasinajuma N-heksil-N-fenil-
4-(4-fenilamino- femlazo) -benzolsulfonamida sint€zes metode, iegiti
vielas paraugi ievadiSanai polim€ru matricas azobenzola trans-cis
fotoizomerizacija petijumiem

*Sintezéti dazu oksialkil karbonskabju grup€umu saturoSu
azobenzola atvasinagjumu paraugi jaunu holografisku materialu
meklejumiem

[egiti nozimigi dati par kimiskas strukturas ietekmi uz organisko hromoforu
Ipasibam, kas tick izmantoti jaunu fotonikas un informacijas tehnologijas
materialu iegiiSanai.
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Izstradatas jaunu hromoforu sint€zes metodes un veikta to sint€ze sakotn&jiem
petijumiem (skriningam), attistot hromoforu, taja skaita amorfu plevju veidojosu
hromoforu telpisko struktiiru un dendriméru sint€zi, lai nodroSinatu petijumus par

hromoforu optimalas telpiskas formas ietekmi uz materialu nelinearam 1pasSibam.
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(Z2)-6-(4-(dimethylamino)benzylidene)-6H-
cyclopenta[b]pyridine-5,7-dione

CN
4-((2)-(5,7-dioxo-5H-cyclopenta[b]pyridin-6(7H)-
ylidene)methyl)benzonitrile




Virsmas reljefa iegiSana azobenzolos

CE. %

T, 8

Holografiska vektorrezga ieraksta kinétika (difrakcijas efektivitates atkariba
no ekspozicijas laika) azobenzola parauga T2DB ar tolila-poliuretana

dubultmatricu.
| =0.25 W/cm?, rezga periods 0.7 um, ieraksta un nolases vilpa garums

633nm.
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Sample R45-neat[22.12.2007]
Age - 60 days

I=1.18 W/em’

W =420 J/em’%

max value=0.87%in 310 s
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Skalara holografiska rezga
ieraksta kinétika stilbéna
parauga R45-neat: ( 2-{4-[2-
brom-4-
nitrofenil)diazenil]fenil } -3-
[49ditrilamino)fenil]akrilnitri
la. Pirms ieraksta paraugs
glabats 60 dienas, lai
paaugstinatu ieraksta
efektivitati(pec 6 dienam
maksimala SDE bija tikai
0.17%; s ir stilbéna paraugu
ipatniba).Pa vertikali atlikta
pasdifrakcijas efektivitate.

Optiskais blivums (a.v.)
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Ierosina ar 325 nm gaismu
Periods — 1.0 ym
Dzilums — 0.200 pym

dncphen=
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LU CFl, RTU LKI

Veikti NLO 1paSibu pétijumi RTU sintezetajiem poliuretaniem (PUI, PUIIL, PUIV, PUIX un PUX) kuru sanu kédes

satur originalus azobenzola atvasinajumus.
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NLO informacijas ieraksts

LU CFI, RTU LKI

DMABI/PMMA pétijumi, lai noskaidrotu ta izmantoSanas iesp&jas NLO informacijas ierakstam. Paradits, ka §a

materiala plana kartina, ja ta uzklata uz stikla ar ITO parklajumu, var tikt izmantota informacijas ierakstam. To var
veikt kartinu lokali apstarojot ar intensivu IS (1064nm) lazera gaismu
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| U CFI, RTU LKI

Ir iegtitas polikristaliskas kartinu strukttiras un voltampérraksturliknes paraugiem ar Au un Al elektrodiem. Ir paradits, ka
bislanu gadijuma noveéro voltampérraksturliknu taisnoSanas efekts.
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ITO/ PEDOT:PSS/GaOHPc:Cg1(CO,EL),/P3HT:PCBM/ In

optical density (D)

| p— ]
1 - EQE pie gaismas intensitates "
1013 fot/(cm?s); )
2 - EQE pie gaismas intensitates rEQIGFEngI"
10" fot/(cm?s); P3HT

3 — optiskais blivums divslanu  sist€émai
GaOHPc:Cg(CO,Et),/P3HT:PCBM,;
4 — optiskais blivums tilpuma hetero-
parejas slanim GaOHPc:Cg(CO,Et),;
5 — optiskais blivums tilpuma slanim
P3HT:PCBM;
6 — EQE pie gaismas intensitates
105 fot/(cm?*s) pec parauga caursites
pie -0.8V.




102-107 nm3 DNS parvietoSana, izmantojot nanoporainu adatu LU KFI, LU BF

Nanomanipulacijas (sadarbiba ar LU projektu)
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Eksperimentala iekarta (LU projekts)

TukSa adata PildTta adata

Izvadits no adatas 10 mV

Mikropiliens péc
pildisanas adata pie 1V
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2008.gada laika projekta ietvaros iegutie rezultati
apkopoti

10 publikacijas zinatniskos cit€jamos zurnalos,
aprobeti

12 konferenceés ar 28 zinojumiem

aizstaveti

1 magistra un 5 bakalauru darbi

lesniegti

2 Latvijas patentu pieteikumi

iegutas

1 Werner Von Siemens izcilibas balva

1 LZA jauno zinatnieku Ludviga un Mara Jansona varda balva

Projekta kopuma piedalijas 34 izpilditaji,
to skaita

25 zinatnu doktori,

3 doktoranti,

12 studenti.
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DNS pildiSanas kinétikas LU KFI, LU BF
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Eksperimentala shema

DNS absorbcijas maina laika pie 5V sprieguma

Absorbcija
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Laiks, min

Pilditas matricas fluorescences attéls
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Paraugu karséSanas ietekme uz Tssléguma fotostravas kvantu
efektivitati
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FEI, RTU LKI, LU CFI

1 - EQE pie gaismas intensitates
1015 fot/(cm2*s) pie istabas tempera-
tiras pirms parauga karsésanas;

2 - EQE pie gaismas intensitates
1014 fot/(cm?2*s) pie T=98 C péc
parauga kaséSanas pie 115 C;

3 - EQE pie gaismas intensitates
1013 fot/(cm?2*s) pie istabas tempera-
tlras péc parauga kaséSanas pie
115 C;

4 - EQE pie gaismas intensitates
1015 fot/(cm?2*s) pie istabas tempera-
tiras péc parauga kaséSanas pie
115 C.

ITO/PEDOT:PSS/GaOHPc:Cg1(CO,EL), /P3HT:PCBM/ In Slina
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